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１． はじめに 

Ⅲ族窒化物半導体であり、直接遷移型の半導体材料であるGaN, AlNはそれぞれ3.4eV, 6.2eVの

大きなバンドギャップエネルギーを持つため「ワイドギャップ半導体」として知られる。これら

を組み合わせたGaN/AlN半導体超格子(Superlattice, SL)は量子井戸構造を用いて量子サイズ効

果による近～深紫外域,サブバンド間遷移による赤外域での発光材料として応用できる。当研究室

ではSi(001)基板上への多結晶GaN/AlN SLの作製に成功した。本研究では量子サイズ効果による発

光エネルギーのブルーシフトが期待できる、膜厚に調節した多結晶GaN/AlN SLを作製し、X線回折

測定法(XRD)による構造評価を行った。 

２．実験方法、結果 

 フッ化水素溶液とMBE装置内でのHプラズマ照射(H2ガス流量:30sccm,RF-Power:400W)により

Si(001)基板の基板表面の酸化膜除去を行い、多結晶GaN/AlN SL構造を成長させた。作製には

RF-MBE装置を用いた。作製したサンプルはA～Gまでの計7つである。Table.1に各サンプルの成長

条件を示している。作製したサンプルにXRDの2θ-ωスキャンを行い構造の評価を行った。各サン

プルの周期長と成長レートをTable.1に示した。サンプルA,D,GをFig.1に示した。GaN層が薄くな

るほどメインピークとそのサテライトピークの間隔が広がり、回折強度が下がることが分かった。

全てのサンプルで超格子構造由来のサテライトピークが見られた。今後はシミュレーションとの

比較やTEMによる構造解析など新たなアプローチにより更なる解析を行う。 

Table.1 Growth conditions of GaN/AlN superlattices(SLs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 XRD pattern of the GaN/AlN shortperiod SLs. 

X-ray wavelength is 1.540598Å (Cuka1). 
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